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特集＊ディジタル・アンプ誕生！

● フル帯域の高出力ディジタル・アンプはまだまだ

これから

単品コンポやカー・オーディオ用の重低音再生用の

スピーカの多くは，出力100W以上のアンプを内蔵し

ています．

これらのスピーカ（パワード・サブウーハ）に内蔵さ

れているアンプは，早くからディジタル方式を採用し

ていました．なぜなら，従来のアナログ方式で作ると

巨大な放熱器が必要になり，小さい筐体に収めるのが

難しかったからです．おまけに，スピーカは密閉され

ており放熱させにくい構造です．

パワード・サブウーハは，帯域が低域に限られてい

るため，スイッチング周波数を低く設定できますから，

設計はそれほど難しくありませんが，20 Hz～20 kHz

の帯域を実現しようとすると，300 kHzを越える周波

数で大振幅スイッチングしなければなりません．

現在，市販されている大出力のディジタル・アンプ

第1章 Appendixで説明があったように，100 W以

上の大きな出力が必要な場合は，適当なモジュールや

ワンチップICがありませんから，専用のゲート・ド

ライブICとパワーMOSFETを組み合わせることに

なります．

ここで紹介するアンプは，汎用のOPアンプ，ロジ

ックICドライブIC，そしてパワーMOSFETを組み

合わせて作る出力100Wのモノラル・ディジタル・ア

ンプ（写真1）です．キーになるゲート・ドライブIC

IR2010とパワーMOSFET IRFB23N15Dは下記で入

手できます．

�問い合わせ先
インターナショナル レクティファイアー ジャパン

㈱　営業部　�（03）3983－0086
�価格
3,000円（IR2010×1個＋IRFB23N15D×2個，送料

別）

第9章 専用のゲート・ドライブIC 
IR2010を使って作る

１００W出力の
本格ディジタル・パワー・アンプ

西村 康
Yasushi Nishimura
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〈写真1〉製作した出力100 W＠8Ωのモノラル・ディジタル・パワー・アンプの外観



では，カスタム ICや特殊なスイッチング電源など，

とても高度な技術が使われており，その特性もアナロ

グ・アンプに近づいています．しかし，その回路はア

ナログ・アンプに比べ，とても複雑で高度なものです．

このような技術的な問題が立ちはだかるなか，近年，

ホーム・シアタ用のマルチチャネル・システムが普及

し始めました．このシステムでは，100 W前後の大出

力のアンプが7～8チャネル必要なので，帯域20 Hz

～20 kHzのディジタル方式のオーディオ・アンプに，

多くのメーカが挑戦し始めました．

● シンプルな構成で自励発振と諸特性の改善を一度

に実現

図1に出力100 W＠8Ωのモノラル・ディジタル・

パワー・アンプの回路を示します．

D級出力段からOPアンプには負帰還を掛けていま

す．この負帰還によって，自励発振とオーディオ帯域

での諸特性の改善を両立しています．発振周波数は約

回路のあらまし

300 kHzです．

● D級出力段に供給する電源電圧は±50 V

負帰還を掛けているので，D級出力段に加える電源

が変動しても，アンプの電圧ゲインにはあまり影響し

ません．そこで，本器ではトランス電源を使用し，安

定化はしませんでした．

負荷抵抗8Ωで100 W出力を実現するためには，出

力信号の最大振幅とD級出力段の電圧損失を加えた

電源電圧が必要です．出力信号の最大振幅をVOpeak
［V］とすると，

VOpeak＝√‾2×√‾‾100×‾8≒40 V

です．少なくとも±40 Vよりは高い電圧が必要です．

これに，出力段の電圧損失ぶんと電源のレギュレー

ションを加味します．電源トランスのレギュレーショ

ンを考慮すると，必要な無負荷時の電源電圧は，少な

くとも20％ほど高い電圧が必要です．というわけで，

無負荷時の電源電圧を±50 Vに設定しました．

ちなみに出力段の電圧損失ぶんは，パワーMOSFET

のオン抵抗RDS（on）と出力インダクタなどの直流抵抗

ぶんRDC（約50 mΩとする）による電圧降下です．こ
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D1, D2, D3：1SS133（ローム, 50V, 0.3A以上, 汎用シリコン）�
D11, D21：MURS120（オン・セミコンダクター, 200V, 1A以上, ファスト・�
              リカバリ）�
D12, D13：11DQ03（日本インター, 30V, 1A以上, ショットキー・バリア）�
D31, D32：S5688（東芝）�
ZD1：RD30ES（NECエレクトロニクス）�
　, 　：マイクロメタル＃2材（赤）T-106, 　1.0ポリウレタン線38回巻き�
　　　（全周）,  　＝19.5H,  　  ＝20mΩ�
注    IRはインターナショナル レクティファイアー，�
       NECはNECエレクトロニクス�
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〈図1〉出力100 W＠8Ωのモノラル・ディジタル・パワー・アンプの回路


